
amorphous semiconductor   Solar panels  © Gregory Depuydt 2010 & CvT UGent 

1 

I. ENGLISH-DUTCH 
 
 
 

A 
 
amorphous semiconductor Vakgebied: 

photovoltaic elements, solar cells and solar cell array (batteries, 
panels) UDC: 621.383.51 Project: (Zonnepanelen GD) 

Werkcode: GD 01 Begrip: niet-kristallijne halfgeleidermateriaal, 

makkelijker en goedkoper te produceren dan kristallijn maar is 
minder efficiënt en wordt sneller onbruikbaar. Nl-term: amorfe 

halfgeleider En-term: amorphous semiconductor 
NL amorfe halfgeleider Trefwoord: amorf Flexie: plu 

amorfe halfgeleiders Extrainfo: <Extrasyn>semigeleider 
(Euroinvester) 2010-01-1313 Boven: (dunne film) 

Commentaar: In de geraadpleegde bronnen hebben wij geen 

definitie gevonden voor de term 
amorfe halfgeleider. Wij verwijzen daarom naar de definities 

van de samenstellende delen. amorf: kristallografisch niet 

gestructureerd (cf. (poly-elektronica) , B2/64); zonder 
(macro)kristallijne structuur, de atomen vertonen geen 

geordende structuur (cf. (Wikipedia_nl) 2009-12-04 sub 

amorf); halfgeleider: materiaal waarin de elektronen bij lage 
temperatuur aan hun atomen gebonden zijn en zich niet vrij door 

het kristal kunnen bewegen (poly-elektronica) , B2/3)  

Contexten: Het middellangetermijn-PV-onderzoek zou naast 
optimalisatie van bestaande polykristallijne silicium cellen ook 

de studie van meerlagenstructuren van amorfe halfgeleiders 

moeten omvatten. (Verbong, G.) 218)halfgeleiders spelen een 
belangrijke rol bij fotovoltaïsche systemen. (FOM) 56)feit dat 

de opgedampte polykristallijne of amorfe halfgeleiders een 

aanzienlijk lagere ladingsdragersmobiliteit vertonen dan 
monokristallijn Si heeft uiteindelijk wel de dunnefilmtechnologie 

naar het achterplan verschoven. (De Smet, H.) 17 2009-11-24) 
Overige bronnen: (Schrijber, R.A.) 170, (IATE) 2009-11-25 
 
amorphous silicon Vakgebied: photovoltaic 

elements, solar cells and solar cell array (batteries, panels) 
UDC: 621.383.51 Project: (Zonnepanelen GD) Werkcode: 

GD 02 Begrip: een niet-kristallijne vorm van silicium, waarbij 

de atomen willekeurig gerangschikt zijn. Nl-term: amorf silicium 
En-term: amorphous silicon 
NL amorf silicium Trefwoord: silicium Flexie: sine plu 

Afko/Symb: a-Si Extrainfo: <Extrasyn>n> Commentaar: In de 

geraadpleegde bronnen hebben wij geen definitie gevonden voor 
amorf silicium. Daarom verwijzen wij naar de 

begripsomschrijving:niet kristallijne vorm van silicium, waarbij 
de atomen willekeurig gerangschikt zijn.  

Contexten: Binnen het celonderzoek vond een verdere 

verschuiving plaats in de richting van polykristallijn en amorf 
silicium zonnecellen. (Verbong, G.) 232)voornaamste 

materialen zijn kristallijn silicium en amorf silicium, materialen 

uit de halfgeleiderindustrie. In het geval van siliciumzonnecellen 
bedraagt het best mogelijke rendement van één cel ~30%. 

(D’haeseleer, W.) 95)ruwe materiaal van 

halfgeleider-kwaliteit wordt gemaakt door ontleding van een 
gasvormig drivaat als silaan (SiH4) of trichloorsilaan (SiHCl3), 

waarbij zich amorf silicium afzet. (Kubbinga, H.) 625) 
Overige bronnen: (poly-elektronica) B2/64, (Staal, J.F.) 
364 
 

D 
 
dope Vakgebied: photovoltaic elements, solar cells and solar 

cell array (batteries, panels) UDC: 621.383.51 Project: 
(Zonnepanelen GD) Werkcode: GD 03 Begrip: het opzettelijk 

toevoegen van onzuiverheden bij een intrinsieke halfgeleider ten 

einde de elektrische eigenschappen te veranderen. Nl-term: 

doperen, doteren En-term: to dope 
NL doperen Trefwoord: doperen Flexie: imp dopeer, parper 

gedopeerd Extrainfo: <Extrasyn>dopenen Commentaar: In de 

geraadpleegde bronnen hebben wij geen definitie gevonden voor 
de term doperen. Wij verwijzen dan ook naar de definitie bij 

doteren:inbrengen van onzuiverheden in een materiaal om de 

materiaaleigenschappen te veranderen. De term wordt typisch 
gebruikt in de halfgeleidertechnologie. (Wikipedia_nl) 

2009-12-09 sub Doteren)  

Contexten: Silicium gedopeerd met donormateriaal noemen we 
n-silicium. De geleiding gebeurt vooral door vrije elektronen, en 

maar heel weinig door gaten. De elektronen zijn de 

meerderheidsdragers. (Chalmet, M.) 160) Efficiënte 
stroominjectie vereist typisch het aanbrengen van zwaar 

gedopeerde contacteer- en metaallagen, die licht sterk 

absorberen. (Campenhout, J. Van) V 2009-11-25) algemene 
opbouw van zo’n laterale kwantumdot is te zien in figuren 3.1 en 

3.2: op een GaAs substraat worden respectievelijk een 

AlGaAs-laag (≈ 40nm), een dunne Si-gedopeerde nAlGaAs laag 

(enkele nm) en ten slotte terug een AlGaAs laag gegroeid (≈ 
40nm), welke ongeveer dezelfde structuur is als voor een 

MODFET (Modulation Doped Field Effect Transistor. (Crop, 

F.) 32 2009-11-25)  
NL doteren Trefwoord: doteren Flexie: imp doteer, parper 

gedoteerd Extrainfo: <Extrasyn>dopenen  
Definitie: Het inbrengen van onzuiverheden in een materiaal om 

de materiaaleigenschappen te veranderen. De term wordt 
typisch gebruikt in de halfgeleidertechnologie. (Wikipedia_nl) 

2009-12-09 sub Doteren)  

Contexten: Voor praktische doeleinden worden dan ook vaak 
bewust vreemde atomen toegevoegd aan halfgeleiders, waarna 

men van extrinsieke halfgeleiders spreekt. Het procédé, waarbij 

deze vreemde atomen substitutionele posities innemen in het 
kristaalrooster van de halfgeleider, wordt doteren genoemd. 

(Mannaert, H.) 158)het feit dat men in staat is aan een zuivere 

halfgeleider gecontroleerd kleine hoeveelheden geschikte 
vreemde stoffen toe te voegen (men spreekt van doteren), is het 

mogelijke halfgeleiders te fabriceren die zogenaamde extrinsieke 

geleiding vertonen. (Wissenburgh, C.) 36 2009-11-25)reden 
voor een heterojunctie is dubbel. Het is vooreerst moeilijk CIGS 

n-type te doteren. Daarnaast zorgt de hoge absorptiecoëffieciënt 

ervoor dat het gros van de fotonen aan het oppervlak van de 
CIGS geabsorbeerd worden. (Decock, K.) 12 2009-11-25) 
Overige bronnen: (Bremer, R.) 17 2009-11-25, 

(poly-elektronica) B2/4, (Schrijber, R.A.) 102, (IATE) 
2009-12-08 
 

E 
 
electron vacancy Vakgebied: photovoltaic elements, 

solar cells and solar cell array (batteries, panels) UDC: 
621.383.51 Project: (Zonnepanelen GD) Werkcode: GD 04 
Begrip: een gat in een valentieband (=energieband) dat ontstaat 

bij het optreden van excitatie door opwarming of bestraling 
waarbij een elektron de valentieband verlaat (er ontstaat een gat) 

en naar de conductieband reist, wat voor elektrische geleiding 

zorgt. Nl-term: gat En-term: hole, electron vacancy Beeld: 
(Physics) 2009-11-03) 
NL gat Trefwoord: gat Flexie: plu gaten Extrainfo: 

<Extrasyn>elektronengat, holtete  

Definitie: het ontbreken van een elektron uit een anders volledig 
volle valentieband. 

(Wikipedia_nl) 2009-12-08 sub Elektronengat)  

Contexten: Bij een andere samenstelling is er een tekort aan 
vrije elektronen. Die tekorten noemen we gaten. In een 

halfgeleider gedraagt zo’n gat zich als een beweeglijk positief 

geladen deeltje. (Chalmet, M.) 136)vacature wordt een gat of 
hole genoemd en verplaatst zich zoals we net zagen in 

tegengestelde zin als de elektron. (Mannaert, H.) 153)zijn in 

de afgelopen decennia methoden voor ontwikkeld, geïnspireerd 
door de natuurlijke fotosynthese, waarbij na de 

lichtgeïnduceerde ladingsscheiding het elektron en het gat via 

snelle elektrontransferprocessen over een korte afstand verder 
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uit elkaar worden gehaald. (Brouwer, F.) 12) Overige 

bronnen: (poly-elektronica) B2/4 
 

H 
 
hole Vakgebied: photovoltaic elements, solar cells and solar 

cell array (batteries, panels) UDC: 621.383.51 Project: 

(Zonnepanelen GD) Werkcode: GD 04 Begrip: een gat in een 

valentieband (=energieband) dat ontstaat bij het optreden van 
excitatie door opwarming of bestraling waarbij een elektron de 

valentieband verlaat (er ontstaat een gat) en naar de 

conductieband reist, wat voor elektrische geleiding zorgt. 
Nl-term: gat En-term: hole, electron vacancy Beeld: (Physics) 

2009-11-03) 
NL gat Trefwoord: gat Flexie: plu gaten Extrainfo: 

<Extrasyn>elektronengat, holtete  
Definitie: het ontbreken van een elektron uit een anders volledig 

volle valentieband. 

(Wikipedia_nl) 2009-12-08 sub Elektronengat)  

Contexten: Bij een andere samenstelling is er een tekort aan 

vrije elektronen. Die tekorten noemen we gaten. In een 

halfgeleider gedraagt zo’n gat zich als een beweeglijk positief 
geladen deeltje. (Chalmet, M.) 136)vacature wordt een gat of 

hole genoemd en verplaatst zich zoals we net zagen in 

tegengestelde zin als de elektron. (Mannaert, H.) 153)zijn in 
de afgelopen decennia methoden voor ontwikkeld, geïnspireerd 

door de natuurlijke fotosynthese, waarbij na de 

lichtgeïnduceerde ladingsscheiding het elektron en het gat via 
snelle elektrontransferprocessen over een korte afstand verder 

uit elkaar worden gehaald. (Brouwer, F.) 12) Overige 

bronnen: (poly-elektronica) B2/4 
 

L 
 
light-induced defect Vakgebied: photovoltaic 

elements, solar cells and solar cell array (batteries, panels) 
UDC: 621.383.51 Project: (Zonnepanelen GD) Werkcode: 
GD 05 Begrip: een defect dat geïnduceerd wordt in een 

amorf-siliciumhalfgeleider bij blootstelling aan licht Nl-term: 

defect door licht geïnduceerd En-term: light-induced defect 
NL defect door licht geïnduceerd Trefwoord: defect 

Flexie: plu defecten door licht geïnduceerd Extrainfo: 

<Extrasyn>licht(-)geïnduceerd defect, defect door blootstelling 

aan licht (Websters) 2009-1208, (IATE) 2009- 12-0909 
Commentaar: We hebben geen definitie gevonden in de bronnen 

die we geraadpleegd hebben.verwijzen we naar de 

begripsomschrijving:defect dat geïnduceerd wordt in een 
amorf-siliciumhalfgeleider bij blootstelling aan licht. 
 

N 
 
n-doping Vakgebied: photovoltaic elements, solar cells 

and solar cell array (batteries, panels) UDC: 621.383.51 
Project: (Zonnepanelen GD) Werkcode: GD 06 Begrip: Het 

toevoegen van een element met meer elektronen op de buitenste 

schil aan het kristalrooster van een stof of materiaal zoals een 
siliciumhalfgeleider waardoor de extra elektronen zeer 

gemakkelijk geëxciteerd kunnen worden in de geleidingsband. 
Nl-term: n-type dopering, n-type dotering En-term: n-type 
doping, n-doping Beeld: (daviddarling) 2009-12-01 
NL n-dopering Trefwoord: n-dopering Flexie: plu 

n-doperingen Extrainfo: alternatieve spelling: N-dopering, wat 

eigenlijk fout is omdat N symbool is voor stikstof 
<Extrasyn>n-type dopering (Boeykens, S.) XV 2009-12-01 
Boven: (doperen) Neven: (p-dopering) Commentaar: We 

hebben geen definitie gevonden in de bronnen die we 
geraadpleegd hebben.verwijzen wij naar de 

begripsomschrijving:toevoegen van een element met meer 

elektronen op de buitenste schil aan het kristalrooster van een 

stof of materiaal zoals een siliciumhalfgeleider waardoor de 

extra elektronen zeer gemakkelijk geëxciteerd kunnen worden in 

de geleidingsband.  
Contexten: Zodoende compenseert het zijn eigen n-dopering en 

wordt het halen van hoge ntype dopeerniveaus onmogelijk. 

(Derluyn, J.) xxx 2009-12-15)geleidende polymeren in het 
algemeen maar weinig geleidbaarheid vertonen kan het 

geleidend polymeer sterk conductief gemaakt worden door de 

verwijdering van een elektron van de valentieband (p-dopering) 
of door de toevoeging ervan aan de conductieband (n-dopering). 

(Lowet, T.) 10 2009-12-15)  
NL n-dotering Trefwoord: n-dotering Flexie: plu 

n-doteringen Extrainfo: alternatieve spelling: N-dotering, wat 
eigenlijk fout is omdat N symbool is voor stikstof 

<Extrasyn>n-type dotering, n-donordotering Boven: (doteren) 

Neven: (p-dotering) Commentaar: We hebben geen definitie 
gevonden in de bronnen die we geraadpleegd hebben.verwijzen 

wij naar de begripsomschrijving:toevoegen van een element met 

meer elektronen op de buitenste schil aan het kristalrooster van 
een stof of materiaal zoals een siliciumhalfgeleider waardoor de 

extra elektronen zeer gemakkelijk geëxciteerd kunnen worden in 

de geleidingsband.  
Contexten: Hiervoor is dus een zo hoog mogelijke n-dotering 

van het materiaal voor de contactlaag nodig. (Mols, Y.) ix 

2009-12-15)door problemen met de p-dotering lukte de 
fabricage can zinkoxide halfgeleiderelementen als transistoren 

of lichtdioden tot nu toe niet. Daarvoor is een pn-overgang 

noodzakelijk, een grenslaag tussen gebieden met een p- en een 
n-dotering. 

(Werkenindeindustrie) 2009-12-15)een bepaalde diepte onder 

het oppervlak x = xj zal de p-dotering juist even sterk zijn als de 
reeds aanwezige n-dotering. (Wissenburgh, C.) 192 

2009-12-15) 
 
n-type doping Vakgebied: photovoltaic elements, solar 

cells and solar cell array (batteries, panels) UDC: 621.383.51 
Project: (Zonnepanelen GD) Werkcode: GD 06 Begrip: Het 
toevoegen van een element met meer elektronen op de buitenste 

schil aan het kristalrooster van een stof of materiaal zoals een 

siliciumhalfgeleider waardoor de extra elektronen zeer 
gemakkelijk geëxciteerd kunnen worden in de geleidingsband. 
Nl-term: n-type dopering, n-type dotering En-term: n-type 

doping, n-doping Beeld: (daviddarling) 2009-12-01 
NL n-dopering Trefwoord: n-dopering Flexie: plu 

n-doperingen Extrainfo: alternatieve spelling: N-dopering, wat 

eigenlijk fout is omdat N symbool is voor stikstof 

<Extrasyn>n-type dopering (Boeykens, S.) XV 2009-12-01 
Boven: (doperen) Neven: (p-dopering) Commentaar: We 

hebben geen definitie gevonden in de bronnen die we 

geraadpleegd hebben.verwijzen wij naar de 
begripsomschrijving:toevoegen van een element met meer 

elektronen op de buitenste schil aan het kristalrooster van een 
stof of materiaal zoals een siliciumhalfgeleider waardoor de 

extra elektronen zeer gemakkelijk geëxciteerd kunnen worden in 

de geleidingsband.  
Contexten: Zodoende compenseert het zijn eigen n-dopering en 

wordt het halen van hoge ntype dopeerniveaus onmogelijk. 

(Derluyn, J.) xxx 2009-12-15)geleidende polymeren in het 
algemeen maar weinig geleidbaarheid vertonen kan het 

geleidend polymeer sterk conductief gemaakt worden door de 

verwijdering van een elektron van de valentieband (p-dopering) 
of door de toevoeging ervan aan de conductieband (n-dopering). 

(Lowet, T.) 10 2009-12-15)  
NL n-dotering Trefwoord: n-dotering Flexie: plu 

n-doteringen Extrainfo: alternatieve spelling: N-dotering, wat 
eigenlijk fout is omdat N symbool is voor stikstof 

<Extrasyn>n-type dotering, n-donordotering Boven: (doteren) 

Neven: (p-dotering) Commentaar: We hebben geen definitie 
gevonden in de bronnen die we geraadpleegd hebben.verwijzen 

wij naar de begripsomschrijving:toevoegen van een element met 

meer elektronen op de buitenste schil aan het kristalrooster van 
een stof of materiaal zoals een siliciumhalfgeleider waardoor de 

extra elektronen zeer gemakkelijk geëxciteerd kunnen worden in 

de geleidingsband.  
Contexten: Hiervoor is dus een zo hoog mogelijke n-dotering 
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van het materiaal voor de contactlaag nodig. (Mols, Y.) ix 

2009-12-15)door problemen met de p-dotering lukte de 

fabricage can zinkoxide halfgeleiderelementen als transistoren 
of lichtdioden tot nu toe niet. Daarvoor is een pn-overgang 

noodzakelijk, een grenslaag tussen gebieden met een p- en een 

n-dotering. 
(Werkenindeindustrie) 2009-12-15)een bepaalde diepte onder 

het oppervlak x = xj zal de p-dotering juist even sterk zijn als de 

reeds aanwezige n-dotering. (Wissenburgh, C.) 192 
2009-12-15) 
 
n-type semiconductor Vakgebied: photovoltaic 

elements, solar cells and solar cell array (batteries, panels) 
UDC: 621.383.51 Project: (Zonnepanelen GD) Werkcode: 

GD 07 Begrip: een gedopeerde halfgeleider waarbij een element 
is toegevoegd met meer elektronen dan het element waaruit de 

halfgeleider is opgebouwd. Nl-term: n-type halfgeleider, 

n-halfgeleider En-term: n-type semiconductor Beeld: 
(sun-nrg) 2009-12-04 
NL n-type halfgeleider Trefwoord: n-type Flexie: plu n-type 

halfgeleiders Extrainfo: <Extrasyn>halfgeleider van het n-type 

(Terminology) 126, elektronenhalfgeleider (Schrijber, R.A.) 
12222  

Definitie: Een halfgeleider gedoteerd met donoren wordt een 

n-type halfgeleider genoemd. Hierbij zijn de elektronen of 
negatieve ladingsdragers, de meerderheidsladingsdragers of 

majoritairen, en de gaten de minderheidsladingsdragers of 

minoritairen. (Mannaert, H.) 158)  
Contexten: Men kan de samenstelling van die halfgeleiders 

zodanig regelen dat er heel veel vrije elektronen in voorkomen. 

We noemen dat een n-type halfgeleider. (Chalmet, M.) 
136)een n-type halfgeleider vindt geleiding vrijwel uitsluitend 

plaats door elektronen. Men noemt ze 

meerderheidsladingdragers (majorities). (Wissenburgh, C.) 39 
2009-12-04)elektrisch veld zorgt ervoor dat de elektronen zich 

van het n-type halfgeleider naar het ptype halfgeleider gaan 

bewegen, waarbij er aan de kant van de p-laag vlakbij de p/n 
junctie, elektronen zich ophopen en aan de n-laag ervan de 

“gaten”. (Siaw, T.L.) 20 2009-12-04) Overige bronnen: 

(Schrijber, R.A.) 298, (Staal, J.F.) n-halfgeleider 
Trefwoord: n-halfgeleider Flexie: plu n-halfgeleiders Extrainfo: 
<Extrasyn>halfgeleider van het n-type (Terminology) 126, 

elektronenhalfgeleider (Schrijber, R.A.) 12222 Commentaar: 

We hebben geen geschikte definitie gevonden in de bronnen die 
we geraadpleegd hebben. Daarom verwijzen we naar de 

definitie van n-type halfgeleider:halfgeleider gedoteerd met 
donoren wordt een n-type halfgeleider genoemd. Hierbij zijn de 

elektronen of negatieve ladingsdragers, de 

meerderheidsladingsdragers of majoritairen, en de gaten de 
minderheidsladingsdragers of minoritairen. (Mannaert, H.) 

158)  

Contexten: Zo kan men een n-halfgeleider sterker doteren (met 
n-doopstoffen), minder sterk doteren of zelfs in een 

p-halfgeleider omzetten (met p-doopstoffen). (Spectrum) 

243)we beginnen met de werking van een traditionele 
siliciumzonnecel. Een siliciumzonnecel bestaat uit twee 

siliciumhalfgeleiders (p-halfgeleider en n-halfgeleider). 

(InterConnect) 200912-04) Overige bronnen: (Schrijber, 
R.A.) 295, (Clason, W.E.) 408, (MacComb, G.) 399 
 

P 
 
p-doping Vakgebied: photovoltaic elements, solar cells 

and solar cell array (batteries, panels) UDC: 621.383.51 
Project: (Zonnepanelen GD) Werkcode: GD 09 Begrip: Het 

toevoegen van een bepaalde onzuiverheid aan een intrinsieke 

halfgeleider teneinde de gewenste geleiding te verkrijgen in de 
halfgeleider door acceptor onzuiverheden toe te voegen. Nl-term: 

p-dopering, p-dotering En-term: p-type doping, p-doping Beeld: 

(daviddarling) 2009-12-10 
NL p-dopering Trefwoord: p-dopering Flexie: plu 

p-doperingen Extrainfo: alternatieve spelling: P-dopering, wat 

eigenlijk fout is omdat de P voor fosfor staat. 

<Extrasyn>p-type dopering (Genoe, J.) 2009-12-09, 

acceptordotering; p-doping Boven: (doperen) Neven: 

(n-dopering) Commentaar: We hebben geen definitie 
gevonden in de bronnen die we geraadpleegd hebben.verwijzen 

we naar de begripsomschrijving:toevoegen van een bepaald type 

onzuiverheid aan een intrinsieke halfgeleider teneinde de 
gewenste geleiding te verkrijgen in de halfgeleider door 

acceptor onzuiverheden toe tevoegen aan.  

Contexten: Alhoewel geleidende polymeren in het algemeen 
maar weinig geleidbaarheid vertonen kan het geleidend 

polymeer sterk conductief gemaakt worden door de verwijdering 

van een elektron van de valentieband (p-dopering) of door de 
toevoeging ervan aan de conductieband (n-dopering). (Lowet, 

T.) 10 2009-12-15)betekent dat men op de wafer de 

kristalstructuur zodanig gaat veranderen dat er een teveel (n) of 
een tekort (p) aan elektronen optreedt. De respectievelijke n-of 

p-dopering komt tot stand. (Geebelen, K.) 23 2009-12-15)  
NL p-dotering Trefwoord: p-dotering Flexie: plu 

p-doteringen Extrainfo: alternatieve spelling: P-dotering, wat 
eigenlijk fout is omdat de P voor fosfor staat. 

<Extrasyn>p-type dotering, acceptordotering, p-doping Boven: 

(doteren) Neven: (n-dotering) Commentaar: We hebben 
geen definitie gevonden in de bronnen die we geraadpleegd 

hebben.verwijzen we naar de begripsomschrijving:toevoegen 

van een bepaald type onzuiverheid aan een intrinsieke 
halfgeleider teneinde de gewenste geleiding te verkrijgen in de 

halfgeleider door acceptor onzuiverheden toe tevoegen aan.  

Contexten: De verschillende transistoren bevinden zich elk in 
hun eigen n-put, en zijn onderling van elkaar gescheiden door 

een additionele, krachtigere p-dotering. (Mannaert, H.) 

225)combinatie van base- en p-dotering is nieuw voor 
geconjugeerde polymeren en hun optische en elektrische 

eigenschappel zullen in detail onderzocht worden. (Maesen, 

M.) 2009-12-15)moderne halfgeleidertechnologie biedt deze 
mogelijkheden door het gebruik van materialen of elementen met 

p-dotering en n-dotering. (Rittal) 11 2009-12-15) 
 
p-n junction Vakgebied: photovoltaic elements, solar 

cells and solar cell array (batteries, panels) UDC: 621.383.51 
Project: (Zonnepanelen GD) Werkcode: GD 08 Begrip: een 
overgang of grensgebied tussen een n-type en een p-type 

halfgeleider, waarbij de uitputtingszone hoger ligt dan bij de 

schottkybarrière. Nl-term: pn-overgang, pn-junctie En-term: 
p-n junction Beeld: (sun-nrg) 2009-12-04 
NL pn-overgang Trefwoord: pn Flexie: plu pn-overgangen 

Extrainfo: spellingvarianten: PN overgang, PN-overgang, 

p-n-overgang, p-n overgang, pn overgang <Extrasyn> Neven: 
(schottkybarrière)  

Definitie: een overgang tussen een N- en een P-type halfgeleider 

wordt een PN-overgang of PN-junctie genoemd. 
(poly-elektronica) )  

Contexten: Tussen het linker- en het rechterdeel heerst een 
abrupte overgang: de PN-overgang. Deze PN-overgang of 

PN-junctie is een bijzonder geval van een fasecontact en zal dus 

ook aanleiding geven tot een constant Fermi-niveau doorheen 
gans het samengestelde kristal, i.e. situatie waarbij de 

optredende krachten elkaar in evenwicht houden. (Mannaert, 

H.) 163)de sperspanning van een PN-overgang zo groot 
mogelijk te maken zullen we de veldsterkte in de overgangszone 

zo laag mogelijk houden. (Pollefliet, J.) xxiii)fotoelektrisch 

effekt treedt op in de junktie (sic) van een pn overgang door de 
generatie van elektron-gat paren onder invloed van opvallend 

licht. (Kooijman, C.S.) 17 2009-11-24) Overige bronnen: 

(Staal, J.F.) 325, (Wikipedia_nl) 2009-12-14 sub 
Pn-overgang, (Verhoeve, C.W.G.) 36 2009-11-24, (Ecolis) 

2009-12-14, (MacComb, G.) 19 pn-junctie Trefwoord: pn 
Flexie: plu pn-juncties Extrainfo: PN junctie, PN-junctie, p-n 

junctie, pn junctie 
<Extrasyn> Neven: (schottkybarrière )  

Definitie: een overgang tussen een N- en een P-type halfgeleider 

wordt een PN-overgang of PN-junctie genoemd. 
(poly-elektronica zakboekje) )  

Contexten: Een PN-junctie heeft een grensgebied waarin 

positieve en negatieve ionen van elkaar gescheiden zijn. 
(poly-elektronica zakboekje) B2/10)PN-overgang of 
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PN-junctie is een bijzonder geval van een fasecontact en zal dus 

ook aanleiding geven tot een constant Fermi-niveau doorheen 

gans het samengestelde kristal, i.e. situatie waarbij de 
optredende krachten elkaar in evenwicht houden. (Mannaert, 

H.) 163)poort en kathode is er een PN-junctie aanwezig en met 

de DMM op “diode”-stand meten we de junctiespanning in 
geval van een ongeschonden SCR. (Pollefliet, J.) 3) Overige 

bronnen: (Ecolis) 2009-11-24, (Chalmet, M.) 162 
 
p-type doping Vakgebied: photovoltaic elements, solar 

cells and solar cell array (batteries, panels) UDC: 621.383.51 
Project: (Zonnepanelen GD) Werkcode: GD 09 Begrip: Het 
toevoegen van een bepaalde onzuiverheid aan een intrinsieke 

halfgeleider teneinde de gewenste geleiding te verkrijgen in de 

halfgeleider door acceptor onzuiverheden toe te voegen. Nl-term: 
p-dopering, p-dotering En-term: p-type doping, p-doping Beeld: 

(daviddarling) 2009-12-10 
NL p-dopering Trefwoord: p-dopering Flexie: plu 

p-doperingen Extrainfo: alternatieve spelling: P-dopering, wat 
eigenlijk fout is omdat de P voor fosfor staat. 

<Extrasyn>p-type dopering (Genoe, J.) 2009-12-09, 

acceptordotering; p-doping Boven: (doperen) Neven: 
(n-dopering) Commentaar: We hebben geen definitie 

gevonden in de bronnen die we geraadpleegd hebben.verwijzen 

we naar de begripsomschrijving:toevoegen van een bepaald type 
onzuiverheid aan een intrinsieke halfgeleider teneinde de 

gewenste geleiding te verkrijgen in de halfgeleider door 

acceptor onzuiverheden toe tevoegen aan.  
Contexten: Alhoewel geleidende polymeren in het algemeen 

maar weinig geleidbaarheid vertonen kan het geleidend 

polymeer sterk conductief gemaakt worden door de verwijdering 
van een elektron van de valentieband (p-dopering) of door de 

toevoeging ervan aan de conductieband (n-dopering). (Lowet, 

T.) 10 2009-12-15)betekent dat men op de wafer de 
kristalstructuur zodanig gaat veranderen dat er een teveel (n) of 

een tekort (p) aan elektronen optreedt. De respectievelijke n-of 

p-dopering komt tot stand. (Geebelen, K.) 23 2009-12-15)  
NL p-dotering Trefwoord: p-dotering Flexie: plu 

p-doteringen Extrainfo: alternatieve spelling: P-dotering, wat 

eigenlijk fout is omdat de P voor fosfor staat. 

<Extrasyn>p-type dotering, acceptordotering, p-doping Boven: 
(doteren) Neven: (n-dotering) Commentaar: We hebben 

geen definitie gevonden in de bronnen die we geraadpleegd 

hebben.verwijzen we naar de begripsomschrijving:toevoegen 
van een bepaald type onzuiverheid aan een intrinsieke 

halfgeleider teneinde de gewenste geleiding te verkrijgen in de 

halfgeleider door acceptor onzuiverheden toe tevoegen aan.  
Contexten: De verschillende transistoren bevinden zich elk in 

hun eigen n-put, en zijn onderling van elkaar gescheiden door 

een additionele, krachtigere p-dotering. (Mannaert, H.) 
225)combinatie van base- en p-dotering is nieuw voor 

geconjugeerde polymeren en hun optische en elektrische 
eigenschappen zullen in detail onderzocht worden. (Maesen, 

M.) 2009-12-15)moderne halfgeleidertechnologie biedt deze 

mogelijkheden door het gebruik van materialen of elementen met 
p-dotering en n-dotering. (Rittal) 11 2009-12-15) 
 
p-type semiconductor Vakgebied: photovoltaic 

elements, solar cells and solar cell array (batteries, panels) 
UDC: 621.383.51 Project: (Zonnepanelen GD) Werkcode: 

GD 10 Begrip: een gedopeerde halfgeleider waarbij een element 

is toegevoegd met minder elektronen dan het element waaruit de 
halfgeleider is opgebouwd. Nl-term: p-type halfgeleider 
En-term: p-type semiconductor Beeld: (sun-nrg) 2009-12-04 
NL p-type halfgeleider Trefwoord: p-type Flexie: plu p-type 

halfgeleiders Extrainfo: <Extrasyn>p-halfgeleider, halfgeleider 

van het p-type (Terminology) 126, gatenhalfgeleider 

(Schrijber, R.A.) 14848 Neven: (n-type halfgeleider)  
Definitie: Een halfgeleider gedoteerd met acceptoren wordt een 

p-type halfgeleider genoemd. Hierbij zijn de gaten of positieve 

ladingsdragers, de meerderheidsladingsdragers, en de 
elektronen de minderheidsladingsdragers. (Mannaert, H.) 158)  

Contexten: Aangezien deze onzuiverheden additionele vrije 

gaten kunnen leveren die bijdragen tot de geleiding, of met 

andere woorden elektronen uit de valentieband kunnen opnemen, 

worden ze acceptoren of p-type onzuiverheden genoemd. Een 

halfgeleider gedoteerd met acceptoren wordt een p-type 
halfgeleider genoemd. (Mannaert, H.) 158)een halfgeleider 

gedraagt zo’n gat zich als een beweeglijk positief geladen deeltje. 

In dat geval spreken we van een p-type halfgeleider. (Chalmet, 
M.) 136)gaten zijn in dat geval de minderheidsladingdragers 

(minorities). In een p-type halfgeleider is de situatie net 

andersom, daarin zijn de gaten de meerderheden en de 
elektronen de minderheden. (Wissenburgh, C.) 39 2009-11-25) 
Overige bronnen: (poly-elektronica) B2/5, (Soete, W.) 14 
 

S 
 
Schottky barrier Vakgebied: photovoltaic elements, 

solar cells and solar cell array (batteries, panels) UDC: 

621.383.51 Project: (Zonnepanelen GD) Werkcode: GD 11 
Begrip: een overgang die voor gelijkrichting van stroom zorgt 
tussen een metaal en de halfgeleider, waarbij de uitputtingszone 

lager ligt dan bij de pn-overgang. Nl-term: schottkybarrière 
En-term: Schottky barrier, Schottky junction Beeld: 
(Siricomindia) 2009-12-07 
NL schottkybarrière Trefwoord: schottkybarrière Flexie: 

plu barrières Extrainfo: spellingvariant: Schottky-barrière, 

Schottky barrière 
<Extrasyn>Schottky junctie, Schottky-junctie, Schottky overgang, 

Schottky-overgang zijn hoogstwaarschijnlijk afgeleid van het 

Engelse synoniem Schottky junction Neven: (pn-overgang) 
(pn-junctie) Commentaar: We hebben geen geschikte definitie 

gevonden in de bronnen die we geraadpleegd hebben. Daarom 

verwijzen we naar de begripsomschrijving:overgang tussen een 
metaal en de halfgeleider die voor gelijkrichting van stroom 

zorgt. Overige bronnen: (Schrijber, R.A.) 383,(Ten Bosch) 

233, (schakelingen) 2 2009-12-14, (Woordenlijst) 
2010-01-09 
 
Schottky junction Vakgebied: photovoltaic elements, 

solar cells and solar cell array (batteries, panels) UDC: 

621.383.51 Project: (Zonnepanelen GD) Werkcode: GD 11 
Begrip: een overgang die voor gelijkrichting van stroom zorgt 
tussen een metaal en de halfgeleider, waarbij de uitputtingszone 

lager ligt dan bij de pn-overgang. Nl-term: schottkybarrière 
En-term: Schottky barrier, Schottky junction Beeld: 
(Siricomindia) 2009-12-07 
NL schottkybarrière Trefwoord: schottkybarrière Flexie: 

plu barrières Extrainfo: spellingvariant: Schottky-barrière, 

Schottky barrière 
<Extrasyn>Schottky junctie, Schottky-junctie, Schottky overgang, 

Schottky-overgang zijn hoogstwaarschijnlijk afgeleid van het 

Engelse synoniem Schottky junction Neven: (pn-overgang) 
(pn-junctie) Commentaar: We hebben geen geschikte definitie 

gevonden in de bronnen die we geraadpleegd hebben. Daarom 

verwijzen we naar de begripsomschrijving:overgang tussen een 
metaal en de halfgeleider die voor gelijkrichting van stroom 

zorgt. Overige bronnen: (Schrijber, R.A.) 383,(Ten Bosch) 

233, (schakelingen) 2 2009-12-14, (Woordenlijst) 
2010-01-09 
 
slice Vakgebied: photovoltaic elements, solar cells and solar 

cell array (batteries, panels) UDC: 621.383.51 Project: 

(Zonnepanelen GD) Werkcode: GD 14 Begrip: dunne schijf 

monokristallijn halfgeleidermateriaal (bv. silicium) gebruikt 
voor microchips en zonnepanelen Nl-term: schijf, wafer, plak 
En-term: wafer, slice Beeld: (Atherton, Linda F.) 4 
NL schijf Trefwoord: schijf Flexie: plu schijven Extrainfo: De 

term siliciumschijf(je) wordt ook vaak gebruikt omdat het 
merendeel van de schijfjes uit silicium bestaan, maar dat is niet 

noodzakelijk het geval. (Holterman, J.) 2009-1229 

<Extrasyn>plaatje, wafel Commentaar: We hebben geen 
geschikte definitie gevonden in de bronnen die we geraadpleegd 

hebben. Daarom verwijzen we naar de definitie van wafer:wafer 

is een dunne plak halfgeleidend silicium waarop verschillende 
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micro-circuits geconstrueerd worden. Vervolgens wordt de 

wafer in kleine stukjes gezaagd. Elk stukje stelt een siliciumchip 

voor. (Houben, M.) 3 2009-12-27) en de bijhorende 
commentaar:worden ook uit andere halfgeleidermaterialen 

vervaardigd, maar silicium is nog steeds het meest gebruikte 

materiaal. (cf. (Pollefliet, J.) 2.1)  
Contexten: Op deze schijfjes, wafers genaamd, worden een groot 

aantal identieke geïntegreerde schakelingen (de rechthoekjes in 

figuur 7.1) geconstrueerd. Deze rechthoekjes worden vervolgens 
uit het schijfje gesneden, en elk individueel rechthoekje, dat 

ongeveer de grootte van een vingertop bezit, vorm (sic) de basis 

van een chip of geïntegreerde schakeling. (Mannaert, H.) 
220)de schijf gepolijst wordt, bekomen we een SOI van zeer 

hoge kwaliteit en lage propagatieverliezen voor golflengtes in 

het telecomspectrum (1300 en 1550 nm). (Dobbeleir, M.) 44 
2009-12-28)hun grondstoffen zijn die bedrijven echter 

aangewezen op de schaarse producenten van de kwetsbare en 

dure siliciumschijfjes. De Duitse chemiereus Bayer gaat ze nu op 
grote schaal maken; In de voormalige DDR heeft het een fabriek 

neergezet waar dit jaar zes miljoen schijfjes van de band rollen, 

goed voor meer dan 60 duizend vierkante meter zonnepaneel of 
de energievoorziening van zo’n tweeduizend gezinnen. (Löve, 

E.H.) 2009-12-28) Overige bronnen: (Ten Bosch) 297, 

(Schuurmans Stekhoven, G.) 924, (Clason, W.E.) 669, 
(Holzhauer, R.W.) 64, (Van Dale) 2695  
NL wafer Trefwoord: wafer Flexie: plu wafers Uitspraak: 

/wefr/ Extrainfo: <Extrasyn>plaatje, wafelel  

Definitie: Een wafer is een dunne plak halfgeleidend silicium 

waarop verschillende microcircuits geconstrueerd worden. 

Vervolgens wordt de wafer in kleine stukjes gezaagd. Elk stukje 
stelt een siliciumchip voor. (Houben, M.) 3 2009-12-27) 
Commentaar: Wafers worden ook uit andere 

halfgeleidermaterialen vervaardigd, maar silicium is nog steeds 
het meest gebruikte materiaal. (cf. (Pollefliet, J.) 2.1)  

Contexten: Voor de vervaardiging van wafers en modules kiezen 

we vast voor de optie “UCPTE medium voltage”, vanuit de 
redenering dat deze produktie op een willekeurige plek in 

Europa kan plaatsvinden. (Alsema, E.) 11 

2009-12-27)specifieke gebieden op een wafer te definiëren, 
wordt gebruik gemaakt van het zogenaamde fotolithografisch 

proces. Hierdoor kunnen bepaalde gebieden aan de oppervlakte 

van de wafer selectief aan de omgeving worden blootgesteld, om 
vervolgens de lokale materiaaleigenschappen te wijzigen. 

(Mannaert, H.) 222)hoge investeringskosten van een 

PV-systeem worden voor een deel veroorzaakt door hoge kosten 
van de grondstof silicium en de wafer, die beide zeer zuiver 

moeten zijn voor de productie van cellen. (Menkveld, M) 49 

2009-12-27) Overige bronnen: (Clason, W.E.) 669, (Van 
Dale) PAGE NUMBER, (Schrijber, R.A.) 496  
NL plak Trefwoord: plak Flexie: plu plakken Extrainfo: 

<Extrasyn>plaatje, wafelel  

Definitie: Door onzuiverheden zoals boor of fosfor toe te voegen 
aan het gesmolten silicium kan men N- of P-type gedoteerde 

staven krijgen. Een dergelijke staaf wordt dan in dunne plakken 

gesneden die dan gepolijst worden en enkele andere 
bewerkingen ondergaan. Dit resulteert tenslotte in 300-500 µm 

dikke plakken waarop de halfgeleidercomponenten zullen 

worden gefabriceerd. (poly-elektronica) B2/35)  
Contexten: De plakken silicium worden voorzien van een 

lichtgevoelige laag. Tussen plak en lichtborn, meestal ultraviolet 

licht, wordt het masker geplaatst. (Witte, H. de) 37)wordt 
onderscheid gemaakt tussen zonnecellen van plakken kristallijn 

silicium en dunne-film zonnecellen. (Sinke, W.C.2) 5 

2009-12-27)alleen de grootste zonnecelfabrikant, maar ook de 
toeleveranciers van het basismateriaal gaan zich vestigen in de 

regio. Silicon Mine op Chemelot en een fabriek voor het maken 

van plakken (wafers) op Avantis (FEST-PV). (Kimman, J.) 13 
2009-12-27) Overige bronnen: (ECN2007) 42 2009-12-27, 

(Schuurmans Stekhoven, G.) 924, (Schrijber, R.A.) 332, 

(poly-elektronica) B2/35, (Clason, W.E.) 669 
 

T 
 

thick crystalline material Vakgebied: 

photovoltaic elements, solar cells and solar cell array (batteries, 
panels) UDC: 621.383.51 Project: (Zonnepanelen GD) 

Werkcode: GD 12 Begrip: halfgeleidermateriaal zoals gallium 

arsenide en kristallijn silicium dat tussen de 200 en 400 
micrometer dik is. Nl-term: dik kristallijn materiaal En-term: 

thick crystalline material 
NL dik kristallijn materiaal Trefwoord: materiaal Flexie: 

plu dikke kristallijne materialen Extrainfo: <Extrasyn>n> 
Commentaar: We hebben geen geschikte definitie gevonden in de 

bronnen die we geraadpleegd hebben. Daarom verwijzen we 

naar de begripsomschrijving: zoals Gallium Arsenide of 
kristallijn silicium dat tussen de 200 en 400 micrometer dik is. 
 
thin film Vakgebied: photovoltaic elements, solar cells and 

solar cell array (batteries, panels) UDC: 621.383.51 Project: 

(Zonnepanelen GD) Werkcode: GD 13 Begrip: dunne laag 

halfgeleidermateriaal (koperindium, cadmiumtelluride, 
galliumarsenide of amorf silicium) van enkele micrometer dikte, 

gebruikt voor het produceren van onder andere fotovoltaïsche 

cellen Nl-term: dunne film En-term: thin film 
NL dunne film Trefwoord: film Flexie: plu dunne films 

Extrainfo: spellingvariant: dunnefilm 

<Extrasyn>dunne laag Commentaar: We hebben geen geschikte 

definitie gevonden in de bronnen die we geraadpleegd hebben. 
Daarom verwijzen we naar de begripsomschrijving:dunne laag 

halfgeleidermateriaal (koperindium, cadmiumtelluride, 

galliumarsenide of amorf silicium) van enkele micrometer dikte, 
gebruikt voor het produceren van onder andere fotovoltaïsche 

cellen.  

Contexten: Er wordt onderscheid gemaakt tussen zonnecellen 
van plakken kristallijn silicium en dunne film zonnecellen (sic). 

(Sinke, W.C.1) 4 2009-11-20)de depositie van dunne films van 

bijvoorbeeld silicium worden meestalgebruikt waarbij de 
brongassen ontleed worden doordat versnelde deeltjes in een 

plasma met de brongassen botsen. (Houweling, Z.S.) 1 

2009-11-20)ECN en Shell Solar Energy zullen dunne film cellen 
(sic) (waaronder amorf silicium cellen) de kristallijn silicium 

cellen geleidelijk gaan vervangen (PV Stuurgroep 2000). 

(Mierlo, B.C. van) 215) Overige bronnen: (Schrijber, R.A.) 
113, (Schuurmans Stekhoven, G.) 859, (Keizer, C. de) 49 

2010-01-04 
 

W 
 
wafer Vakgebied: photovoltaic elements, solar cells and 

solar cell array (batteries, panels) UDC: 621.383.51 Project: 

(Zonnepanelen GD) Werkcode: GD 14 Begrip: dunne schijf 

monokristallijn halfgeleidermateriaal (bv. silicium) gebruikt 
voor microchips en zonnepanelen Nl-term: schijf, wafer, plak 
En-term: wafer, slice Beeld: (Atherton, Linda F.)  
NL schijf Trefwoord: schijf Flexie: plu schijven Extrainfo: De 

term siliciumschijf(je) wordt ook vaak gebruikt omdat het 
merendeel van de schijfjes uit silicium bestaan, maar dat is niet 

noodzakelijk het geval. (Holterman, J.) 2009-1229 

<Extrasyn>plaatje, wafel Commentaar: We hebben geen 

geschikte definitie gevonden in de bronnen die we geraadpleegd 

hebben. Daarom verwijzen we naar de definitie van wafer:wafer 

is een dunne plak halfgeleidend silicium waarop verschillende 
micro-circuits geconstrueerd worden. Vervolgens wordt de 

wafer in kleine stukjes gezaagd. Elk stukje stelt een siliciumchip 

voor. (Houben, M.) 3 2009-12-27) en de bijhorende 
commentaar:worden ook uit andere halfgeleidermaterialen 

vervaardigd, maar silicium is nog steeds het meest gebruikte 

materiaal. (cf. (Pollefliet, J.) 2.1)  
Contexten: Op deze schijfjes, wafers genaamd, worden een groot 

aantal identieke geïntegreerde schakelingen (de rechthoekjes in 

figuur 7.1) geconstrueerd. Deze rechthoekjes worden vervolgens 
uit het schijfje gesneden, en elk individueel rechthoekje, dat 

ongeveer de grootte van een vingertop bezit, vorm (sic) de basis 

van een chip of geïntegreerde schakeling. (Mannaert, H.) 
220)de schijf gepolijst wordt, bekomen we een SOI van zeer 
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hoge kwaliteit en lage propagatieverliezen voor golflengtes in 

het telecomspectrum (1300 en 1550 nm). (Dobbeleir, M.) 44 

2009-12-28)hun grondstoffen zijn die bedrijven echter 
aangewezen op de schaarse producenten van de kwetsbare en 

dure siliciumschijfjes. De Duitse chemiereus Bayer gaat ze nu op 

grote schaal maken; In de voormalige DDR heeft het een fabriek 
neergezet waar dit jaar zes miljoen schijfjes van de band rollen, 

goed voor meer dan 60 duizend vierkante meter zonnepaneel of 

de energievoorziening van zo’n tweeduizend gezinnen. (Löve, 
E.H.) 2009-12-28) Overige bronnen: (Ten Bosch) 297, 

(Schuurmans Stekhoven, G.) 924, (Clason, W.E.) 669, 

(Holzhauer, R.W.) 64, (Van Dale) 2695  
NL wafer Trefwoord: wafer Flexie: plu wafers Uitspraak: 

/wefr/ Extrainfo: <Extrasyn>plaatje, wafelel  

Definitie: Een wafer is een dunne plak halfgeleidend silicium 

waarop verschillende microcircuits geconstrueerd worden. 
Vervolgens wordt de wafer in kleine stukjes gezaagd. Elk stukje 

stelt een siliciumchip voor. (Houben, M.) 3 2009-12-27) 
Commentaar: Wafers worden ook uit andere 
halfgeleidermaterialen vervaardigd, maar silicium is nog steeds 

het meest gebruikte materiaal. (cf. (Pollefliet, J.) 2.1)  

Contexten: Voor de vervaardiging van wafers en modules kiezen 
we vast voor de optie “UCPTE medium voltage”, vanuit de 

redenering dat deze produktie op een willekeurige plek in 

Europa kan plaatsvinden. (Alsema, E.) 11 
2009-12-27)specifieke gebieden op een wafer te definiëren, 

wordt gebruik gemaakt van het zogenaamde fotolithografisch 
proces. Hierdoor kunnen bepaalde gebieden aan de oppervlakte 

van de wafer selectief aan de omgeving worden blootgesteld, om 

vervolgens de lokale materiaaleigenschappen te wijzigen. 
(Mannaert, H.) 222)hoge investeringskosten van een 

PV-systeem worden voor een deel veroorzaakt door hoge kosten 

van de grondstof silicium en de wafer, die beide zeer zuiver 
moeten zijn voor de productie van cellen. (Menkveld, M) 49 

2009-12-27) Overige bronnen: (Clason, W.E.) 669, (Van 

Dale) (Schrijber, R.A.) 496  
NL plak Trefwoord: plak Flexie: plu plakken Extrainfo: 

<Extrasyn>plaatje, wafelel  

Definitie: Door onzuiverheden zoals boor of fosfor toe te voegen 

aan het gesmolten silicium kan men N- of P-type gedoteerde 
staven krijgen. Een dergelijke staaf wordt dan in dunne plakken 

gesneden die dan gepolijst worden en enkele andere 

bewerkingen ondergaan. Dit resulteert tenslotte in 300-500 µm 
dikke plakken waarop de halfgeleidercomponenten zullen 

worden gefabriceerd. (poly-elektronica) B2/35)  

Contexten: De plakken silicium worden voorzien van een 
lichtgevoelige laag. Tussen plak en lichtborn, meestal ultraviolet 

licht, wordt het masker geplaatst. (Witte, H. de) 37)wordt 

onderscheid gemaakt tussen zonnecellen van plakken kristallijn 
silicium en dunne-film zonnecellen. (Sinke, W.C.2) 5 

2009-12-27)alleen de grootste zonnecelfabrikant, maar ook de 

toeleveranciers van het basismateriaal gaan zich vestigen in de 
regio. Silicon Mine op Chemelot en een fabriek voor het maken 

van plakken (wafers) op Avantis (FEST-PV). (Kimman, J.) 13 

2009-12-27) Overige bronnen: (ECN2007) 42 2009-12-27, 
(Schuurmans Stekhoven, G.) 924, (Schrijber, R.A.) 332, 

(poly-elektronica) B2/35, (Clason, W.E.) 669 
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II. DUTCH-ENGLISH 
 
 
 

A 
 
amorf silicium Vakgebied: photovoltaic elements, solar 

cells and solar cell array (batteries, panels) UDC: 621.383.51 
Project: (Zonnepanelen GD) Werkcode: GD 02 Begrip: een 

niet-kristallijne vorm van silicium, waarbij de atomen 

willekeurig gerangschikt zijn. Nl-term: amorf silicium En-term: 
amorphous silicon 
EN amorphous silicon Trefwoord: silicon Flexie: sine plu 

Uitspraak: GB /əmɔ:fəs/ /,semikəndʌktə/ US /əmɔ:rfəs/ 

/,semikəndʌktər/ (LDCE) Afko/Symb: a-Si, α-Si  

Definitie: A noncrystalline (sic) form of silicon used to fabricate 

transistors on large-area, flat, active displays. Its properties are 
inferior to those of crystalline silicon, but it is easier to deposit 

on a glass substrate. (Markus, J.) 19)  

Contexten: Although amorphous silicon has poorer electronic 
properties than crystalline silicon, it offers the important 

technical advantage of being deposited inexpensively and 

uniformly over a large area. (Street, R.A.) 363)silicon absorbs 
sunlight extremely well, so that only a very thin active solar cell 

layer is required (about 1 micron as compared with 100 microns 

or so for crystalline solar cells), greatly reducing solar-cell 
materials requirements. (Johansson, T.B.) 403), like other 

pioneering technologies, amorphous silicon is not without its 

problems: efficiencies of present commercial modules are low 
(near 5%), and on exposure to light, modules suffer a 

well-known degradation, called the Staebler-Wronski effect 

(SWE) of about 15 to 30%, after which they are essentially 
stabilized. (Sterrett; F.S.) 151) Overige bronnen: 

(Wikipedia_en) 2009-11-30 sub Amorphous_silicon 
 
amorfe halfgeleider Vakgebied: photovoltaic 

elements, solar cells and solar cell array (batteries, panels) 
UDC: 621.383.51 Project: (Zonnepanelen GD) Werkcode: 
GD 01 Begrip: niet-kristallijne halfgeleidermateriaal, 

makkelijker en goedkoper te produceren dan kristallijn maar is 

minder efficiënt en wordt sneller onbruikbaar. Nl-term: amorfe 
halfgeleider En-term: amorphous semiconductor 
EN amorphous semiconductor Trefwoord: amorphous 

Flexie: plu amorphous semiconductors Uitspraak: GB /əmɔ:fəs/ 

/sɪlɪkən/ US /əmɔ:rfəs/ /sɪlɪkən/ (LDCE)  

Definitie: A noncrystalline (sic) semiconductor that has unique 

optical and electrical properties applicable to luminescent 
display panels, fast electric switching, and memory devices. 

(Markus, J.) 19)  

Contexten: Illumination of amorphous semiconductors 
(a-semiconductors) with light, having a photon energy 

comparable with or smaller than that of the bandgap, induces 

various changes on structural and electronic properties of a 

material. (Singh, Jai) 277)the various amorphous 

semiconductors, hydrogenated amorphous silicon (a-Si:H), 

which contains substantial amount of hydrogen (up to about 
15%), has become one of the most attractive materials for a 

variety of applications. The feasibility of using a-Si:H in such 

device applications as, e.g. photovoltaic solar cells and thin-film 
field-effect transistors (employed in liquid crystal displays and 

large-area detectors including medical X-ray imaging) is based 

on the effect of hydrogen passivation of defects (e.g., by 
attaching hydrogen to the dangling bonds) in amorphous silicon 

matrix (see Fig. 6.8). (Yacobi, B.G.) 156)the thin-film solar 

cells, plasma-deposited amorphous semiconductors are 
proposed as promising materials to prepare photo- and 

electroluminescent devices. (Biederman, Hynek) , 200) 
Overige bronnen: (Kanicki, J.) 347, (Dalven, R.) 167, 

(Orton, J.W.) 462, (BigFrogMountain) 2009-12-08, 

(Schrijber, R.A.) 170, (Sunrun) 2009-12-08 
 

D 
 
defect door licht geïnduceerd Vakgebied: 

photovoltaic elements, solar cells and solar cell array (batteries, 

panels) UDC: 621.383.51 Project: (Zonnepanelen GD) 

Werkcode: GD 05 Begrip: een defect dat geïnduceerd wordt in 
een amorf-siliciumhalfgeleider bij blootstelling aan licht 
Nl-term: defect door licht geïnduceerd En-term: light-induced 

defect 
EN light-induced defect Trefwoord: light-induced Flexie: 

plu light-induced defects Uitspraak: GB /laɪt/ /ɪndju:s/ /dɪfekt/ 

US /laɪt/ /ɪndu:s/ /di:fekt/ (LDCE) Extrainfo: photo-induced 

defect often used as synonym of light-induced defect, but the first 
is a broader term 

<Extrasyn>defect induced by light  

Definitie: Defects, such as dangling bonds, induced in an 
amorphous silicon semiconductor upon initial exposure to light. 

(BigFrogMountain) 2009-12-07)  

Contexten: This is in large part because unlike crystalline 
silicon there is no unique a-Si:H material, and a dependence not 

only of intrinsic but also of light-induced defects on the 
deposition conditions and resultant microstructure. (Markvart, 

T.) 290)study light-induced defects, the PDS technique was 

similarly applied in samples of various dopings with the finding 
that increased doping (either n- or p-type) results in higher 

densities of light-induced defects (Skumanich, Amer, and 

Jackson 1985). (Redfield, D.) 89), the likely explanation is 
that alloying changes the network disorder to allow easier defect 

creation, rather than the impurity being associated directly with 

the light-induced defect. (Street, R.A.) 214) Overige bronnen: 
(Websters) 2009-12-07, (IATE) 2009-12-09 
 
dik kristallijn materiaal Vakgebied: photovoltaic 

elements, solar cells and solar cell array (batteries, panels) 
UDC: 621.383.51 Project: (Zonnepanelen GD) Werkcode: 

GD 12 Begrip: halfgeleidermateriaal zoals gallium arsenide en 
kristallijn silicium dat tussen de 200 en 400 micrometer dik is. 
Nl-term: dik kristallijn materiaal En-term: thick crystalline 

material 
EN thick crystalline material Trefwoord: material Flexie: 

plu thick crystalline materials Uitspraak: GB /θɪk/ /krɪstəlaɪn, 

-li:n/ / mətɪəriəl/ US /θɪk/ /krɪstələn/ / mətɪriəl/ (LDCE)  

Definitie: Semiconductor material, typically measuring from 
200-400 microns thick, that is cut from ingots or ribbons 

(Sharma, S.) 268)  

Contexten: Incoherent images of thick crystalline materials were 
first reported by Pennycook and Boatner (1988), and the 

explanation for the incoherent characteristics despite the strong 

dynamical diffraction followed (Pennycook and Jesson, 1990). 
(Rickerby, D.G.) 166)and Boatner (1988) demonstrated that 

the STEM image of thick crystalline materials in a zone axis 

acquired by ADFD can be explained in terms of an incoherent 
image. (Sellmyer, D.J.) 144)of crystalline silicon by ion 

bombardment creates a space charge layer beneath the 

amorphous surface. If thick crystalline material is used, the 
junction insulation effect is relatively weak. (Müller, G.) 5 

2009-12-18) 
 
doperen Vakgebied: photovoltaic elements, solar cells and 

solar cell array (batteries, panels) UDC: 621.383.51 Project: 

(Zonnepanelen GD) Werkcode: GD 03 Begrip: het opzettelijk 
toevoegen van onzuiverheden bij een intrinsieke halfgeleider ten 

einde de elektrische eigenschappen te veranderen. Nl-term: 

doperen, doteren En-term: to dope 
EN dope Trefwoord: dope Flexie: imp dope, parper doped 

Uitspraak: GB /dəʊp/ US /doʊp / (LDCE) Extrainfo: the 

added impurity itself is called the dopant. 
Definitie: The introduction of small, controlled amounts of 
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various elements into pure silicon, or other semiconductor 

materials, to produce the desired characteristics. (John, V.) 

121)  
Contexten: It is possible to alter the electrical balance in 

crystalline silicon by introducing a few impurity atoms (called 

“doping”) with a different number of valance electrons. 
(Spiro, T.G.) 66) layers are integral to pin solar cells. Doping 

itself, which is the intentional incorporation of atoms like 

phosphorus and boron in order to shift the Fermi energy of a 
material, works very differently in amorphous silicon than in 

crystals. (Luque, A.) 518)doping the semiconductor with 

acceptors (p-doping) and donors (n-doping) conductivity of 
semiconductor materials can be controlled across several orders 

of magnitudes. (Kaltschmitt, M.) 233) Overige bronnen: 

(Young, E.C.) 130, (Schrijber, R.A.) 102, (Clason, W.E.) 
171, 

(Wikipedia_en) 2009-11-25 sub Doping_(semiconductor) 
 
doteren Vakgebied: photovoltaic elements, solar cells and 

solar cell array (batteries, panels) UDC: 621.383.51 Project: 

(Zonnepanelen GD) Werkcode: GD 03 Begrip: het opzettelijk 

toevoegen van onzuiverheden bij een intrinsieke halfgeleider ten 

einde de elektrische eigenschappen te veranderen. Nl-term: 

doperen, doteren En-term: to dope 
EN dope Trefwoord: dope Flexie: imp dope, parper doped 

Uitspraak: GB /dəʊp/ US /doʊp/ (LDCE) Extrainfo: the added 

impurity itself is called the dopant. 

Definitie: The introduction of small, controlled amounts of 
various elements into pure silicon, or other semiconductor 

materials, to produce the desired characteristics. (John, V.) 

121)  
Contexten: It is possible to alter the electrical balance in 

crystalline silicon by introducing a few impurity atoms (called 

“doping”) with a different number of valance electrons. 
(Spiro, T.G.) 66)layers are integral to pin solar cells. Doping 

itself, which is the intentional incorporation of atoms like 

phosphorus and boron in order to shift the Fermi energy of a 
material, works very differently in amorphous silicon than in 

crystals. (Luque, A.) 518)doping the semiconductor with 

acceptors (p-doping) and donors (n-doping) conductivity of 
semiconductor materials can be controlled across several orders 

of magnitudes. (Kaltschmitt, M.) 233) Overige bronnen: 

(Young, E.C.) 130, (Schrijber, R.A.) 102, (Clason, W.E.) 
171, 

(Wikipedia_en) 2009-11-25 sub Doping_(semiconductor) 
 
dunne film Vakgebied: photovoltaic elements, solar cells 

and solar cell array (batteries, panels) UDC: 621.383.51 
Project: (Zonnepanelen GD) Werkcode: GD 13 Begrip: dunne 
laag halfgeleidermateriaal (koperindium, cadmiumtelluride, 

galliumarsenide of amorf silicium) van enkele micrometer dikte, 

gebruikt voor het produceren van onder andere fotovoltaïsche 
cellen Nl-term: dunne film En-term: thin film 
EN thin film Trefwoord: film Flexie: plu thin films Colloc: 

thin-film circuit, thin-film memory, thin-film transistor (TFT) 

(Young, E.C.) 583 thinfilm cell, thin-film component, thin-film 
resistor, thin-film solar cell, thin-film technology (Markus, J.) 

539-540 Uitspraak: /θɪn/ /fɪlm/ (LDCE) 

Definitie: A deposition of resistive or conductive material less 
than one millionth of an inch thick (<10 µm) on an insulating 

substrate. It is applied on glass, ceramic, or a semiconductor 

wafer by sputtering, evaporation, or chemical-vapor deposition 
(CVD), often through a mask. (Markus, J.) 539)  

Contexten: The crystalline material can be grown as a single 
crystal (single-crystalline), cast into an ingot or multiple crystals 

(poly-crystalline), or deposited as a thin film (amorphous 

silicon). (SEI) 49)order to reduce the cost of photovoltaic 
modules, a considerable effort has been expended on developing 

thin-film cells. A photovoltaic cell formed from a thin film of 

amorphous silicon deposited on a supporting substrate was 
introduced in 1974. (Kreith, F.) 1000)is certainly not the case 

for the thin film materials which are all polycrystalline in nature; 

nonetheless, the Figure does illustrate the efficiency potential of 
the various thin film solar cells that have been investigated 

and/or developed up to the present, provided a way around the 

deleterious effects of the polycrystalline nature of the films that 

can be found. (Hyder, A.K.) 117) Overige bronnen: 
(Schrijber, R.A.) 113, (Schuurmans Stekhoven, G.) 859 
 

G 
 
gat Vakgebied: photovoltaic elements, solar cells and solar 

cell array (batteries, panels) UDC: 621.383.51 Project: 
(Zonnepanelen GD) Werkcode: GD 04 Begrip: een gat in een 

valentieband (=energieband) dat ontstaat bij het optreden van 

excitatie door opwarming of bestraling waarbij een elektron de 
valentieband verlaat (er ontstaat een gat) en naar de 

conductieband reist, wat voor elektrische geleiding zorgt. 
Nl-term: gat En-term: hole, electron vacancy Beeld: (Physics) 
2009-11-03) 
EN hole Trefwoord: hole Flexie: plu holes Uitspraak: GB 

/həʊl/ US /hoʊl/ (LDCE) Extrainfo: electron-hole is very often 

used as an adjective instead of a noun 

<Extrasyn>electron hole, missing electron side  

Definitie: an empty energy level in the valence band of a 
semiconductor due to an electron being lost from the band by 

thermal excitation or being trapped by an acceptor impurity (see 

semiconductor). (Young, E.C.) 241)  
Contexten: The covalent bonds left behind have an electron 

vacancy called a hole. Electrons from neighboring covalent 

bonds can easily move into an adjacent bond with an electron 
vacancy, or hole, and thus the hold can move from one covalent 

bond to an adjacent bond. As this process continues, we can say 

the hole is moving through the material. (Whitaker, J.C.) 
530)the crystal as a whole is charged positively, we may think of 

this charge as being localized at the position of the hole. In 

semiconductor physics, positive holes are treated as if they were 
positively charged electrons. (Seeger, K.) 5)photoconductivity 

occurs if the photon has enough kinetic energy to produce an 

electron/hole pair (Fig. 1A). (Pawley, J.B.) 184) Overige 
bronnen: (Schrijber, R.A.) 148  

EN electron vacancy Trefwoord: vacancy Flexie: plu 

electron vacancies Uitspraak: GB GB /ɪlektrɒn/ /veɪkənsi/ US 

/ɪlektra:n / /veɪkənsi/ (LDCE) Extrainfo: <Extrasyn>missing 

electron side  

Definitie: An unoccupied electronic site in an atomic structure. 
(Clason, W.E.) 208)  

Contexten: Thus if B replaces a silicon atom in a crystal, there is 

an electron vacancy (or a positive hole, h+) in the valance band. 
(Bailey, R.A.) 721)excited atom is unstable, since the electron 

vacancy which is created is short lived. An electron from a 

higher level in the atom can ‘jump down’ and fill the vacancy. 
(Marshall, J.M.) 79)electron is negatively charged while a 

hole is a positively charged electron vacancy. In order to 

produce a current, it is necessary to separate the electrons and 
holes. (Ngô, C.) 185)  
 

N 
 
n-dopering Vakgebied: photovoltaic elements, solar cells 

and solar cell array (batteries, panels) UDC: 621.383.51 
Project: (Zonnepanelen GD) Werkcode: GD 06 Begrip: Het 

toevoegen van een element met meer elektronen op de buitenste 

schil aan het kristalrooster van een stof of materiaal zoals een 
siliciumhalfgeleider waardoor de extra elektronen zeer 

gemakkelijk geëxciteerd kunnen worden in de geleidingsband. 
Nl-term: n-type dopering, n-type dotering En-term: n-type 
doping, n-doping Beeld: (daviddarling) 2009-12-01 
EN n-type doping Trefwoord: n-type Flexie: plu n-type 

dopings Uitspraak: GB /en/ /taɪp/ /dəʊpɪŋ/ US /en/ /taɪp/ /doʊ 

pɪŋ/ (LDCE) Extrainfo: alternative spelling: N-type doping, 
which however, may cause confusion with N for nitrogen 

<Extrasyn> Boven: (to dope) Neven: (p-type doping)  

Definitie: The addition of a particular type of impurity to a 
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semiconductor in order to achieve a desired n-conductivity: 

donor impurities are added to form an n-type semiconductor. (cf. 

(Young, E.C.) 130) Commentaar: This is only a part of Young, 
E.C.’s definition for doping.  

Contexten: This required n-type doping density is considerably 

more than that usually found in Cu(In,Ga)3Se5 compounds. 
(Archer, M.D.) 298)the cathodic potential increases further 

(0.85-1.20 V), indium inclusion increases and the photovoltage 

becomes negative due to appropriate n-type doping of the 
material. (Chaure, N.B.) 2009-12-01)obtain spatially and 

temporally stable doping in PPEEB films, we synthesized a 

zwitterionic dopant molecule that is a reduced (for n-type doping) 
derivative of the host molecule, which contains a covalently 

bound positive countercharge. (Sun, S.S.) 147) Overige 

bronnen: (Schuurmans Stekhoven, G.) 572, (Wikipedia_en) 
2009-12-01 sub Ntype_semiconductor  

EN n-doping Trefwoord: n-doping Flexie: plu n-dopings 

Uitspraak: GB /en/ /dəʊpɪŋ/ US /en/ /doʊ pɪŋ/  (LDCE) 

Extrainfo: alternative spelling: N-doping, which however, may 
cause confusion with N for nitrogen <Extrasyn> Boven: (to 

dope) Neven: (p-doping) Commentaar: We did not find a 

definition for this term in any of the sources we consulted., we 
refer to the definition for n-type doping:addition of a particular 

type of impurity to a semiconductor in order to achieve a desired 

nconductivity: donor impurities are added to form an n-type 
semiconductor. (cf. (Young, E.C.) 130)  

Contexten: The slight n-doping on the front increases sensitivity 
in the short-wavelength blue range and provides good 

performance under low light conditions. (Sonnenenergie) 

35)sintering ensures that aluminium atoms diffuse into the 
silicon wafer from the rear side and thereby overcompensate the 

undesired n-doping at the rear side of the wafer. (Kaltschmitt, 

M.) 247)n-doping concentration is very high close to the 
junction and the doping profile is tailored to improve elastance 

ratio and sensitivity. (Golio, M.) 10) 
 
n-dotering Vakgebied: photovoltaic elements, solar cells 

and solar cell array (batteries, panels) UDC: 621.383.51 
Project: (Zonnepanelen GD) Werkcode: GD 06 Begrip: Het 
toevoegen van een element met meer elektronen op de buitenste 

schil aan het kristalrooster van een stof of materiaal zoals een 

siliciumhalfgeleider waardoor de extra elektronen zeer 
gemakkelijk geëxciteerd kunnen worden in de geleidingsband. 
Nl-term: n-type dopering, n-type dotering En-term: n-type 

doping, n-doping Beeld: (daviddarling) 2009-12-01 
EN n-type doping Trefwoord: n-type Flexie: plu n-type 

dopings Uitspraak: GB /en/ /taɪp/ /dəʊpɪŋ/ US /en/ /taɪp/ /doʊ 

pɪŋ/ (LDCE) Extrainfo: alternative spelling: N-type doping, 

which however, may cause confusion with N for nitrogen 
<Extrasyn> Boven: (to dope) Neven: (p-type doping)  

Definitie: The addition of a particular type of impurity to a 

semiconductor in order to achieve a desired n-conductivity: 
donor impurities are added to form an n-type semiconductor. (cf. 

(Young, E.C.) 130) Commentaar: This is only a part of Young, 

E.C.’s definition for doping.  
Contexten: This required n-type doping density is considerably 

more than that usually found in Cu(In,Ga)3Se5 compounds. 

(Archer, M.D.) 298)the cathodic potential increases further 
(0.85-1.20 V), indium inclusion increases and the photovoltage 

becomes negative due to appropriate n-type doping of the 

material. (Chaure, N.B.) 2009-12-01)obtain spatially and 
temporally stable doping in PPEEB films, we synthesized a 

zwitterionic dopant molecule that is a reduced (for n-type doping) 

derivative of the host molecule, which contains a covalently 
bound positive countercharge. (Sun, S.S.) 147) Overige 

bronnen: (Schuurmans Stekhoven, G.) 572, (Wikipedia_en) 

2009-12-01 sub Ntype_semiconductor  

EN n-doping Trefwoord: n-doping Flexie: plu n-dopings 

Uitspraak: GB /en/ /dəʊpɪŋ/ US /en/ /doʊ pɪŋ/  (LDCE) 

Extrainfo: alternative spelling: N-doping, which however, may 
cause confusion with N for nitrogen <Extrasyn> Boven: (to 

dope) Neven: (p-doping) Commentaar: We did not find a 

definition for this term in any of the sources we consulted., we 
refer to the definition for n-type doping:addition of a particular 

type of impurity to a semiconductor in order to achieve a desired 

nconductivity: donor impurities are added to form an n-type 

semiconductor. (cf. (Young, E.C.) 130)  
Contexten: The slight n-doping on the front increases sensitivity 

in the short-wavelength blue range and provides good 

performance under low light conditions. (Sonnenenergie) 
35)sintering ensures that aluminium atoms diffuse into the 

silicon wafer from the rear side and thereby overcompensate the 

undesired n-doping at the rear side of the wafer. (Kaltschmitt, 
M.) 247)n-doping concentration is very high close to the 

junction and the doping profile is tailored to improve elastance 

ratio and sensitivity. (Golio, M.) 10) 
 
n-halfgeleider Vakgebied: photovoltaic elements, solar 

cells and solar cell array (batteries, panels) UDC: 621.383.51 
Project: (Zonnepanelen GD) Werkcode: GD 07 Begrip: een 

gedopeerde halfgeleider waarbij een element is toegevoegd met 

meer elektronen dan het element waaruit de halfgeleider is 
opgebouwd. Nl-term: n-type halfgeleider, n-halfgeleider 
En-term: n-type semiconductor Beeld: (sun-nrg) 2009-12-04 
EN n-type semiconductor Trefwoord: n-type Flexie: plu 

n-type semiconductors Uitspraak: GB /en/ /taɪp/ /,semikəndʌktə/ 

US /en/ /taɪp/ /,semikəndʌktər/ (LDCE) Extrainfo: alternative 

spelling: N-type semiconductor 
<Extrasyn>donor-type semiconductor (Schuurmans 

Stekhoven, G.) 458, electron semiconductor (Schrijber, R.A.) 

122, n-semiconductor, N-semiconductor  
Definitie: An extrinsic semiconductor that contains a higher 

density of conduction electrons than of mobile holes, i.e. 

electrons are the majority carriers. (Young, E.C.) 383)  
Contexten: If metal-semiconductor interaction effects do not 

dominate, an ohmic contact is provided by a metal with work 

function less than the work function of an n-type semiconductor, 
or greater than the work function of a p-type semiconductor. 

(Marton, C.) 181)10-33 shows an energy diagram of an 

operating photovoltaic cell; this cell consists of a metallic 
cathode and a photoexcited n-type semiconductor anode. 

(Sato, N.) 367)silicon with arsenic produces a semiconductor, 

which is termed an n-type semiconductor, because negative 
charge carriers (electrons) are created. (Girard, J.E.) 350) 
Overige bronnen: (Schuurmans, Stekhoven, G.) 572, 

(Clason, W.E.) 408, (Sonnenenergie)  
, (Anderson, B.L.) 242, (Addington, D.M.) 101, 

(Terminology) 126 
 
n-type halfgeleider Vakgebied: photovoltaic 

elements, solar cells and solar cell array (batteries, panels) 
UDC: 621.383.51 Project: (Zonnepanelen GD) Werkcode: 
GD 07 Begrip: een gedopeerde halfgeleider waarbij een element 

is toegevoegd met meer elektronen dan het element waaruit de 

halfgeleider is opgebouwd. Nl-term: n-type halfgeleider, 
n-halfgeleider En-term: n-type semiconductor Beeld: 

(sun-nrg) 2009-12-04 
EN n-type semiconductor Trefwoord: n-type Flexie: plu 

n-type semiconductors Uitspraak: GB /en/ /taɪp/ /,semikəndʌktə/ 

US /en/ /taɪp/ /,semikəndʌktər/ (LDCE) Extrainfo: alternative 

spelling: N-type semiconductor 

<Extrasyn>donor-type semiconductor (Schuurmans 

Stekhoven, G.) 458, electron semiconductor (Schrijber, R.A.) 

122, n-semiconductor, N-semiconductor  
Definitie: An extrinsic semiconductor that contains a higher 

density of conduction electrons than of mobile holes, i.e. 

electrons are the majority carriers. (Young, E.C.) 383)  
Contexten: If metal-semiconductor interaction effects do not 

dominate, an ohmic contact is provided by a metal with work 

function less than the work function of an n-type semiconductor, 
or greater than the work function of a p-type semiconductor. 

(Marton, C.) 181)10-33 shows an energy diagram of an 

operating photovoltaic cell; this cell consists of a metallic 
cathode and a photoexcited n-type semiconductor anode. 

(Sato, N.) 367)silicon with arsenic produces a semiconductor, 

which is termed an n-type semiconductor, because negative 
charge carriers (electrons) are created. (Girard, J.E.) 350) 
Overige bronnen: (Schuurmans, Stekhoven, G.) 572, 
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(Clason, W.E.) 408, (Sonnenenergie)  

, (Anderson, B.L.) 242, (Addington, D.M.) 101, 

(Terminology) 126 
 

P 
 
p-dopering Vakgebied: photovoltaic elements, solar cells 

and solar cell array (batteries, panels) UDC: 621.383.51 
Project: (Zonnepanelen GD) Werkcode: GD 09 Begrip: Het 
toevoegen van een bepaalde onzuiverheid aan een intrinsieke 

halfgeleider teneinde de gewenste geleiding te verkrijgen in de 

halfgeleider door acceptor onzuiverheden toe te voegen. Nl-term: 
p-dopering, p-dotering En-term: p-type doping, p-doping Beeld: 

(daviddarling) 2009-12-10 
EN p-type doping Trefwoord: p-type Flexie: plu p-type 

dopings Uitspraak: GB /pi:/ /taɪp/ /dəʊpɪŋ/ US /pi:/ /taɪp/ 

/doʊpɪŋ/ (LDCE) Extrainfo: <Extrasyn>acceptordotering, 

p-doping Boven: (to dope) Neven: (n-type doping)  

Definitie: The addition of a particular type of impurity to a 
semiconductor in order to achieve a desired p-conductivity: 

acceptor impurities are added to form a p-type semiconductor. 

(cf. (Young, E.C.) 130) Commentaar: This is part of the 
definition for doping.  

Contexten: The difficulty in highly p-type doping of AlAs og 
GaAs (311)B substrates by MOCVD has been removed by using 

a carbon auto-doping technique for reducing the electrical 

resistance of p-type distributed Bragg reflectors (DBRs) 
(Mizutani et al., 1997). (Kapon, E.) 356)the modulation doped 

approach the p-type doping is accomplished by introducing 

arsenic in the CdTe periods, which are being grown under 
cation rich conditions. (Capper, P.) 33)advantage of 

electrochemical doping is that both n- and p-type doping may be 

done successively. The degree of doping can be controlled more 
carefully, and changing the applied charge easily switches the 

direction (p-type versus n-type). (Nalwa, H.S.) 154) Overige 

bronnen: (Ten Bosch) 208, (Schrijber, R.A.) 327, 
(Schrijber, R.A.) 279 p-doping Trefwoord: p-doping Flexie: 

plu p-dopings Uitspraak: GB /pi:/ /dəʊpɪŋ/ US /pi:/ /doʊpɪŋ/ 

(LDCE) Extrainfo: <Extrasyn>n> Boven: (to dope) Neven: 

(n-doping)  
Definitie: Simplistically, p-doping (oxidation) can be viewed as 

the creation of mobile holes in the valence band. (cf. (White, 

R.E.) 551) Commentaar: This is part of the description of p- and 
n-doping in Whites, R.E.’s book.  

Contexten: Subsequently, Nakamura and coworkers have 

employed short-period pGaN/AlGaN superlattices to achieve 
high- p-doping levels in the 1018 cm-3 range; enhanced doping 

efficiency in such heterostructures with a lateral resistivity as 

low as 0.2 Ω-cm has been reported (Kozodoy et al., 1998). 
(Risk, W.P.) 476), while the p-doping process of polymer with 

an aromatic like structure has been very extensively investigated, 

few reports are available on the n-doping process of these 
polymers [36]. (Scrosati, B.) 224)example, a thin base 

increases the d.c. current gain (as there is a smaller probability 
of electron-hole recombination in the base) but will slow down 

the device (because of a larger lateral base resistance) unless 

the p-doping is increased, as allowed by heterojunctions, to 
offset any rise in lateral base resistance. (Kelly, M.J.) 375) 
 
p-dotering Vakgebied: photovoltaic elements, solar cells 

and solar cell array (batteries, panels) UDC: 621.383.51 
Project: (Zonnepanelen GD) Werkcode: GD 09 Begrip: Het 

toevoegen van een bepaalde onzuiverheid aan een intrinsieke 

halfgeleider teneinde de gewenste geleiding te verkrijgen in de 
halfgeleider door acceptor onzuiverheden toe te voegen. Nl-term: 

p-dopering, p-dotering En-term: p-type doping, p-doping Beeld: 
(daviddarling) 2009-12-10 
EN p-type doping Trefwoord: p-type Flexie: plu p-type 

dopings Uitspraak: GB /pi:/ /taɪp/ /dəʊpɪŋ/ US /pi:/ /taɪp/ 

/doʊpɪŋ/ (LDCE) Extrainfo: <Extrasyn>acceptordotering, 

p-dopingng Boven: (to dope) Neven: (n-type doping)  

Definitie: The addition of a particular type of impurity to a 

semiconductor in order to achieve a desired p-conductivity: 

acceptor impurities are added to form a p-type semiconductor. 

(cf. (Young, E.C.) 130) Commentaar: This is part of the 
definition for doping.  

Contexten: The difficulty in highly p-type doping of AlAs og 

GaAs (311)B substrates by MOCVD has been removed by using 
a carbon auto-doping technique for reducing the electrical 

resistance of p-type distributed Bragg reflectors (DBRs) 

(Mizutani et al., 1997). (Kapon, E.) 356)the modulation doped 
approach the p-type doping is accomplished by introducing 

arsenic in the CdTe periods, which are being grown under 

cation rich conditions. (Capper, P.) 33)advantage of 
electrochemical doping is that both n- and p-type doping may be 

done successively. The degree of doping can be controlled more 

carefully, and changing the applied charge easily switches the 
direction (p-type versus n-type). (Nalwa, H.S.) 154) Overige 

bronnen: (Ten Bosch) 208, (Schrijber, R.A.) 327, 

(Schrijber, R.A.) 279  

EN p-doping Trefwoord: p-doping Flexie: plu p-dopings 

Uitspraak: GB /pi:/ /dəʊpɪŋ/ US /pi:/ /doʊpɪŋ/ (LDCE) 

Extrainfo: <Extrasyn>n> Boven: (to dope) Neven: 

(n-doping)  
Definitie: Simplistically, p-doping (oxidation) can be viewed as 

the creation of mobile holes in the valence band. (cf. (White, 

R.E.) 551) Commentaar: This is part of the description of p- and 
n-doping in Whites, R.E.’s book.  

Contexten: Subsequently, Nakamura and coworkers have 
employed short-period pGaN/AlGaN superlattices to achieve 

high- p-doping levels in the 1018 cm-3 range; enhanced doping 

efficiency in such heterostructures with a lateral resistivity as 
low as 0.2 Ω-cm has been reported (Kozodoy et al., 1998). 

(Risk, W.P.) 476), while the p-doping process of polymer with 

an aromatic like structure has been very extensively investigated, 
few reports are available on the n-doping process of these 

polymers [36]. (Scrosati, B.) 224)example, a thin base 

increases the d.c. current gain (as there is a smaller probability 
of electron-hole recombination in the base) but will slow down 

the device (because of a larger lateral base resistance) unless 

the p-doping is increased, as allowed by heterojunctions, to 
offset any rise in lateral base resistance. (Kelly, M.J.) 375) 
 
plak Vakgebied: photovoltaic elements, solar cells and solar 

cell array (batteries, panels) UDC: 621.383.51 Project: 

(Zonnepanelen GD) Werkcode: GD 14 Begrip: dunne schijf 

monokristallijn halfgeleidermateriaal (bv. silicium) gebruikt 
voor microchips en zonnepanelen Nl-term: schijf, wafer, plak 
En-term: wafer, slice Beeld: (Atherton, Linda F.) 4 
EN wafer Trefwoord: wafer Flexie: plu wafers Uitspraak: GB 

/weɪfə/ US /weɪf ər/ (LDCE) Extrainfo: <Extrasyn>waffle  

Definitie: A large single crystal of semiconductor material that 

is used as the substrate during the manufacture of a number of 

chips. Very large single crystals are grown and then sliced into 
wafers before processing. (Young, E.C.) 635)  

Contexten: Most solar cells sold in 2003 were based on silicon 

wafers, so-called “first generation” technology (Fig 1.1). 
(Green, M.A.) 1)conversion efficiency of 20% has been 

achieved with a single crystalline silicon(c-Si) wafer using a 

low-temperature process. (Bube, R.H.) 109)factors are 
currently considered to determine the quality of the wafers: 

fracture behavior, crack density, thickness variations, surface 

roughness and cleanness. (Luque, A.) 245) Overige bronnen: 
(Markus, J.) 580, (Schrijber, R.A.) 332, 496  

EN slice Trefwoord: slice Flexie: plu slices Uitspraak: /slas/ 
Extrainfo: <Extrasyn>waffle  

Definitie: A large single crystal of semiconductor material that 
is used as the substrate during the manufacture of a number of 

chips. Very large single crystals are grown and then sliced into 

wafers before processing. (Young, E.C.) 531) Commentaar: 
According to (Markus, J.) 491, a slice becomes a wafer after 

grinding and polishing it. However, he also asserts that slice is 

another term for wafer.  
Contexten: The silicon photovoltaic (PV) solar cell consists of a 

thin slice of silicon into which appropriate impurities have been 

introduced to create what is known as a p-n junction. 
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(Houghton, J.T.) 302)present, the cell options that are in full 

production include single-crystal silicon, cast-ingot 

polycrystalline silicon, silicon ribbon, amorphous silicon 
(single-, double- and triple-junction), silicon film on low-cost 

substrate, amorphous silicon on a single-crystal slice, and 

single-crystal concentrator cells. (Kurokawa, K.) 
52)specifications for a silicon slice comprise type of 

configuration, substrate description in regard to diameter, 

resistivity, conductivity type, and its specified dopant; layer 
description concerning resistivity, conductivity type, thickness, 

and its specified dopant; and a general description concerning 

orientation, quality of surface finish, and the requirement of an 
etched back side. (Minges, M.L.) 192) Overige bronnen: 

(Markus, J.) 580, (Schrijber, R.A.) 332, 382, 496 
 
pn-junctie Vakgebied: photovoltaic elements, solar cells 

and solar cell array (batteries, panels) UDC: 621.383.51 
Project: (Zonnepanelen GD) Werkcode: GD 08 Begrip: een 
overgang of grensgebied tussen een n-type en een p-type 

halfgeleider, waarbij de uitputtingszone hoger ligt dan bij de 

schottkybarrière. Nl-term: pn-overgang, pn-junctie En-term: 

p-n junction Beeld: (sun-nrg) 2009-12-04 
EN p-n junction Trefwoord: p-n Flexie: plu p-n junctions 

Uitspraak: / pi:/ /en/ /dʒʌŋkʆən/ (LDCE) Extrainfo: alternative 

spelling: PN junction, P-N junction, pn-junction, pn junction 
<Extrasyn> Neven: (Schottky barrier) (Schottky junction)  

Definitie: The interface between two regions in a semiconductor 

crystal which have been treated so that one is a p-type 
semiconductor and the other is an n-type semiconductor. (CSA) 

2009-11-24)  

Contexten: In order to complete the analysis of the theoretical 
performance of the pn junction operating as a photovoltaic cell, 

it is useful to look at the junction with external bias. (Roger, 

A.M.) 349)semiconductor p-n device can also be switched on by 
irradiating the p-n junction with light rays and this is the basis 

of the solar photovoltaic cell. (Shepherd, D.W.) 330), the 

photovoltaic effect only occurs if one of the two charge carriers 
created during light absorption passes the p-n-junction. 

(Kaltschmitt, W.) 237) Overige bronnen: (Marton, C.) 201, 
(Willardson, R.K.1) 144, (Markus, J.) 405 
 
pn-overgang Vakgebied: photovoltaic elements, solar 

cells and solar cell array (batteries, panels) UDC: 621.383.51 
Project: (Zonnepanelen GD) Werkcode: GD 08 Begrip: een 

overgang of grensgebied tussen een n-type en een p-type 

halfgeleider, waarbij de uitputtingszone hoger ligt dan bij de 
schottkybarrière. Nl-term: pn-overgang, pn-junctie En-term: 

p-n junction Beeld: (sun-nrg) 2009-12-04 
EN p-n junction Trefwoord: p-n Flexie: plu p-n junctions 

Uitspraak: / pi:/ /en/ /dʒʌŋkʆən/ (LDCE) Extrainfo: alternative 

spelling: PN junction, P-N junction, pn-junction, pn junction 

<Extrasyn> Neven: (Schottky barrier) (Schottky junction)  
Definitie: The interface between two regions in a semiconductor 

crystal which have been treated so that one is a p-type 

semiconductor and the other is an n-type semiconductor. (CSA) 
2009-11-24)  

Contexten: In order to complete the analysis of the theoretical 

performance of the pn junction operating as a photovoltaic cell, 

it is useful to look at the junction with external bias. (Roger, 

A.M.) 349)semiconductor p-n device can also be switched on by 

irradiating the p-n junction with light rays and this is the basis 
of the solar photovoltaic cell. (Shepherd, D.W.) 330), the 

photovoltaic effect only occurs if one of the two charge carriers 

created during light absorption passes the p-n-junction. 
(Kaltschmitt, W.) 237) Overige bronnen: (Marton, C.) 201, 

(Willardson, R.K.1) 144, (Markus, J.) 405 
 
p-type halfgeleider Vakgebied: photovoltaic 

elements, solar cells and solar cell array (batteries, panels) 
UDC: 621.383.51 Project: (Zonnepanelen GD) Werkcode: 
GD 10 Begrip: een gedopeerde halfgeleider waarbij een element 

is toegevoegd met minder elektronen dan het element waaruit de 

halfgeleider is opgebouwd. Nl-term: p-type halfgeleider 

En-term: p-type semiconductor Beeld: (sun-nrg) 2009-12-04 
EN p-type semiconductor Trefwoord: p-type Flexie: plu 

p-type semiconductors Uitspraak: GB / GB /pi:/ /taɪp/ 

/,semikəndʌktə/ US /pi:/ /taɪp/ /,semikəndʌktər/ (LDCE) 

Extrainfo: alternative spelling: P-type semiconductor, which 

however, may confuse since P is the symbol for phosphorus 

<Extrasyn>p-semiconductor, hole semiconductor (Schrijber, 
R.A.) 148 acceptor-type semiconductor Neven: (n-type 

semiconductor)  

Definitie: An extrinsic semiconductor that contains a higher 
density of mobile holes than of conduction electrons, i.e. holes 

are the majority carriers. (Young, E.C.) 448)  

Contexten: Scientists realized that the electrons in the 
conduction band of the n-type semiconductor are able to move 

across the boundary between the two semiconductors, and fall 

into the holes in the lower energy valence band of the p-type 
semiconductor. (Cassidy, D.) 711)the analogy with the 

thin-film-on-metal experiments and the calculations of the 

adsorption isotherms mentioned in the foregoing section suggest 
that, in this respect, materials with a high work function when 

clean – i.e., p-type semiconductor (without surface states) to 

accommodate a higher density of ionized surface donor levels 
than the corresponding n-type semiconductor. (Marton, L.) 

271)npn BJT consists of a layer of p-type semiconductor, called 

the base, between two layers of n-type semiconductor, called the 
collector and the emitter. (Hambley, A.) 616) Overige 

bronnen: (Markus, J.) 418, (Schrijber, R.A.) 329, (John, 
V.) 320 
 

S 
 
schijf Vakgebied: photovoltaic elements, solar cells and 

solar cell array (batteries, panels) UDC: 621.383.51 Project: 

(Zonnepanelen GD) Werkcode: GD 14 Begrip: dunne schijf 
monokristallijn halfgeleidermateriaal (bv. silicium) gebruikt 

voor microchips en zonnepanelen Nl-term: schijf, wafer, plak 
En-term: wafer, slice Beeld: (Atherton, Linda F.) 4 
EN wafer Trefwoord: wafer Flexie: plu wafers Uitspraak: GB 

/weɪfə/ US /weɪf ər/ (LDCE) Extrainfo: <Extrasyn>waffle  

Definitie: A large single crystal of semiconductor material that 
is used as the substrate during the manufacture of a number of 

chips. Very large single crystals are grown and then sliced into 

wafers before processing. (Young, E.C.) 635)  
Contexten: Most solar cells sold in 2003 were based on silicon 

wafers, so-called “first generation” technology (Fig 1.1). 

(Green, M.A.) 1)conversion efficiency of 20% has been 
achieved with a single crystalline silicon(c-Si) wafer using a 

low-temperature process. (Bube, R.H.) 109)factors are 

currently considered to determine the quality of the wafers: 
fracture behavior, crack density, thickness variations, surface 

roughness and cleanness. (Luque, A.) 245) Overige bronnen: 

(Markus, J.) 580, (Schrijber, R.A.) 332, 496  

EN slice Trefwoord: slice Flexie: plu slices Uitspraak: /slaɪs/ 

Extrainfo: <Extrasyn>waffle  

Definitie: A large single crystal of semiconductor material that 

is used as the substrate during the manufacture of a number of 
chips. Very large single crystals are grown and then sliced into 

wafers before processing. (Young, E.C.) 531) Commentaar: 

According to (Markus, J.) 491, a slice becomes a wafer after 
grinding and polishing it. However, he also asserts that slice is 

another term for wafer.  

Contexten: The silicon photovoltaic (PV) solar cell consists of a 
thin slice of silicon into which appropriate impurities have been 

introduced to create what is known as a p-n junction. 

(Houghton, J.T.) 302)present, the cell options that are in full 
production include single-crystal silicon, cast-ingot 

polycrystalline silicon, silicon ribbon, amorphous silicon 

(single-, double- and triple-junction), silicon film on low-cost 
substrate, amorphous silicon on a single-crystal slice, and 

single-crystal concentrator cells. (Kurokawa, K.) 

52)specifications for a silicon slice comprise type of 
configuration, substrate description in regard to diameter, 

resistivity, conductivity type, and its specified dopant; layer 
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description concerning resistivity, conductivity type, thickness, 

and its specified dopant; and a general description concerning 

orientation, quality of surface finish, and the requirement of an 
etched back side. (Minges, M.L.) 192) Overige bronnen: 

(Markus, J.) 580, (Schrijber, R.A.) 332, 382, 496 
 
schottkybarrière Vakgebied: photovoltaic elements, 

solar cells and solar cell array (batteries, panels) UDC: 

621.383.51 Project: (Zonnepanelen GD) Werkcode: GD 11 
Begrip: een overgang die voor gelijkrichting van stroom zorgt 

tussen een metaal en de halfgeleider, waarbij de uitputtingszone 

lager ligt dan bij de pn-overgang. Nl-term: schottkybarrière 
En-term: Schottky barrier, Schottky junction Beeld: 

(Siricomindia) 2009-12-07 
EN Schottky barrier Trefwoord: Schottky Flexie: plu 

Schottky barriers Uitspraak: GB /ʆɒtki/ /bæriə/ US /ʆɒtki/ /bæri 

ər/ (Dictionary) 2010-01-11 Extrainfo: named afterWalter H. 

Schottky 

<Extrasyn> Neven: (p-n junction)  
Definitie: An electronic potential step at the interface between a 

metal and a semiconductor in a solid-state device. It usually 

repels electric charge carriers in the semiconductor from the 
interface. (Markus, J.) 471)  

Contexten: The presence of an insulating layer plays an 

important role in improving the performance of Schottky 
barriers. (Marton, C.) 205)third type of surface barrier 

detector is a Schottky barrier on an epitaxial semiconductor. 

(Willardson, R.K.2) 35)indicates that even though open circuit 
voltage is not sensitive to the contact choice, it is advisable to 

choose carrier-selective contacts for all types of cells, except the 

Schottky barriertype which requires one Schottky and one ohmic 
contact for the best performance. (Sun, S.S.) 458) Overige 

bronnen: (Young, E.C.) 505, (Schrijber, R.A.) 383, 

(Wikipedia_en) 2009-12-03 sub Schottky  

EN Schottky junction Trefwoord: Schottky Flexie: plu 

Schottky junctions Uitspraak: GB /ʆɒtki/ /dʒʌŋkʆən/ US /ʆɒtki/ 

/‟dʒʌŋkʆən/ (Dictionary) 2010-01-11 Extrainfo: named 
afterWalter H. Schottky (NNDB) 2009-12-11 

<Extrasyn> Neven: (p-n junction) Commentaar: We have not 

found a definition for this term in any of the sources we 
consulted., we refer to the definition of Schottky 

barrier:electronic potential step at the interface between a metal 

and a semiconductor in a solid-state device. It usually repels 
electric charge carriers in the semiconductor from the interface. 

(Markus, J.) 471)  

Contexten: A standard silicon detector for secondary electrons is 
a reverse-biased PN orjunction. (Hawkes, P.W.) 219)Schottky 

junction is a metal-semiconductor hetero-junction. Its working 

principle is similar to that of a P-N junction, but without the 
charge accumulation problems of the latter, which enables the 

use of its non-linear current characteristics for forward bias 

applications such a rectification, mixing and detection. 
(Glover, I.A.) 32)Schottky junction forms between the Pc 

material and an electrode composed of a metal with a relatively 

low work function (i.e. it donates electrons readily), such as 
aluminium or indium. (McKeown, N.B.) 132) 
 

W 
 
wafer Vakgebied: photovoltaic elements, solar cells and 

solar cell array (batteries, panels) UDC: 621.383.51 Project: 
(Zonnepanelen GD) Werkcode: GD 14 Begrip: dunne schijf 

monokristallijn halfgeleidermateriaal (bv. silicium) gebruikt 

voor microchips en zonnepanelen Nl-term: schijf, wafer, plak 
En-term: wafer, slice Beeld: (Atherton, Linda F.) 4 
EN wafer Trefwoord: wafer Flexie: plu wafers Uitspraak: GB 

/weɪfə/ US /weɪf ər/ (LDCE) Extrainfo: <Extrasyn>waffle  

Definitie: A large single crystal of semiconductor material that 
is used as the substrate during the manufacture of a number of 

chips. Very large single crystals are grown and then sliced into 

wafers before processing. (Young, E.C.) 635)  
Contexten: Most solar cells sold in 2003 were based on silicon 

wafers, so-called “first generation” technology (Fig 1.1). 

(Green, M.A.) 1)conversion efficiency of 20% has been 

achieved with a single crystalline silicon(c-Si) wafer using a 
low-temperature process. (Bube, R.H.) 109)factors are 

currently considered to determine the quality of the wafers: 

fracture behavior, crack density, thickness variations, surface 
roughness and cleanness. (Luque, A.) 245) Overige bronnen: 

(Markus, J.) 580, (Schrijber, R.A.) 332, 496  

EN slice Trefwoord: slice Flexie: plu slices Uitspraak: /slaɪs/ 

Extrainfo: <Extrasyn>waffle  
Definitie: A large single crystal of semiconductor material that 

is used as the substrate during the manufacture of a number of 

chips. Very large single crystals are grown and then sliced into 
wafers before processing. (Young, E.C.) 531) Commentaar: 

According to (Markus, J.) 491, a slice becomes a wafer after 

grinding and polishing it. However, he also asserts that slice is 
another term for wafer.  

Contexten: The silicon photovoltaic (PV) solar cell consists of a 

thin slice of silicon into which appropriate impurities have been 
introduced to create what is known as a p-n junction. 

(Houghton, J.T.) 302)present, the cell options that are in full 

production include single-crystal silicon, cast-ingot 
polycrystalline silicon, silicon ribbon, amorphous silicon 

(single-, double- and triple-junction), silicon film on low-cost 

substrate, amorphous silicon on a single-crystal slice, and 
single-crystal concentrator cells. (Kurokawa, K.) 

52)specifications for a silicon slice comprise type of 

configuration, substrate description in regard to diameter, 
resistivity, conductivity type, and its specified dopant; layer 

description concerning resistivity, conductivity type, thickness, 

and its specified dopant; and a general description concerning 
orientation, quality of surface finish, and the requirement of an 

etched back side. (Minges, M.L.) 192) Overige bronnen: 

(Markus, J.) 580, (Schrijber, R.A.) 332, 382, 496 
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